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Wspotczesny §wiat opiera si¢ na technologiach informatycznych, ktore sa wykorzystywane
praktycznie w kazdym aspekcie naszego zycia: komunikacji, przekazywaniu informacji, stylu
zycia, nauce, finansach, itp. Rosngca ilo$¢ przetwarzanych danych i wykonywanych operacji
zmusza nas do cigglego poszukiwana nowych materialéw funkcjonalnych od S$cisle
okreslonych wtasciwosciach fizycznych 1 chemicznych. Od dekad, rozwoj materiatéw
potprzewodnikowych pozwolil na zwielokrotnienie mocy komputerow. Byto to mozliwe dzigki
procesowi miniaturyzacji tranzystoréw, ktore zostaty upakowane tak gesto, jak tylko bylo to
mozliwe. Taki trend miniaturyzacji znany jest jako prawo Moore’a. Niestety zmniejszanie
rozmiaru tranzystorow staje si¢ juz powili niemozliwe do wykonania przez zachodzace
negatywne procesy tunelowania kwantowego, ktore ogranicza dziatanie takich uktadéw. W
odpowiedzi na to zjawisko pojawit si¢ nowy trend znany jako ,,wig¢cej niz Moore” (ang. More
than Moore, MtM). Zaklada on wstepne przetwarzanie danych poprzez interakcje ze
srodowiskiem, co pozwala zaoszczgdzi¢ koszy tego przetwarzania. Niektore funkcje moga
zostac¢ czgsciowo przejete przez technologie samych materiatéw, anie przez dziatania cyfrowe.
Tak wigc, jesli przyjmiemy ze technologie oparte na prawie Moore’a zaktadaja miniaturyzacje
urzadzen, to urzadzenia MtM stosuja dywersyfikacj¢ zadan (ten sam rozmiar, ale wigcej
funkcji). Sposrod wszystkich potencjalnych zastosowan, urzadzenia wykazujace efekt
przelaczania rezystywnego stanowiag bardzo goracy temat od ostatnich kilku lat. W ujeciu
klasycznym element pojemnosciowy (potprzewodnik) umiejscowiony jest pomigdzy para
elektrod w uktadzie przypominajacym kanapke. Przez przytozenie impulséw elektrycznych o
zadanym napieciu, material moze by¢ ustawiany (znajdujac si¢ w stanie o wysokiej
rezystywnosci) albo resetowany (w stanie niskiej rezystywnosci). Ze wzgledu na zachowanie
standw po wylaczeniu zrodlta zasilania efekt przelaczania rezystancyjnego moze byc¢
wykorzystany jako jednostka budujaca nowatorskag pamig¢é nieulotng. Moze to znalezé
zastosowanie w nowej generacji ukltadow do magazynowania informacji - rezystywnych
pamieci o dostepie swobodnym (ReRAM) okreslanych czesto mianem memrystora. Ogolnie
memrystor, znany jako ,,czwarty element w elektronice”, powinien zapamigtywaé ostatnie
parametry rezystancji po wylaczeniu zasilania elektrycznego. Obecnie istnieje kilka trendow w
opracowywaniu nowych materialéw do wykonywania niekonwencjonalnych obliczen. Oprécz
funkcji przechowywania informacji, materiaty wykazujace przetaczanie rezystywne moga by¢
wykorzystane do symulacji zachowania neuronow, sztucznych sieci neuronowych lub urzadzen
opartych na mechanizmach uczenia si¢ - obliczeniach neuromorficznych. Proponowane w
projekcie badania skupiaja si¢ na uporzadkowanych przewodzacych i redoksowych uktadach
polimerowych, ktore moge postuzy¢ jako makromolekularne platformy zdolne do przetaczania
rezystywnego. Planowane jest wytworzenie szczotek polimerowych otrzymanych w wyniku
kontrolowanej polimeryzacji inicjowanej powierzchniowo oraz w wyniku ,,reakcji typu click”.
Glowne zalozenie opiera si¢ na stworzeniu ukladow ze zmodyfikowanych pochodnych
ferrocenu oraz metyloferrocenu wbudowanych w struktur¢ drabinowej szczotki naszczepionej
z powierzchni oraz przez przytaczanie wymienionych czasteczek bezposrednio do powierzchni
w uporzadkowany sposob. Wszystkie molekuly beda zdolne do zmiany przewodnictwa przez
odwracalne zmiany stopnia utlenienia zelaza, zalezne od przylozonego zewngtrznego
potencjatu. (np. 0.4 V dla samego ferrocenu i odpowiednio nawet do 0.3 V mniej dla
metyloferrocenu, zaleznie od ilosci podstawionych grup metylowych). Modyfikacja
wlasciwos$ci chemicznych oraz fizycznych proponowanych nanouktadéw pozwoli na zbadanie
zmian ksztaltu materiatu, wtasciwosci przewodnictwa, kierunkowego transportu elektronow
oraz zjawisk przelaczania rezystywnego. Ze wzgledu na wszechstronno$¢ proponowanych
rozwigzan, moze zosta¢ przebadany wplyw takich parametrow jak geometria (uktady
kopolimerowe, sieciowanie wewngtrzne), rozmiar, gestos¢ naszczepienia na powierzchnie.
Dodatkowo, wykorzystujac techniki litograficzne planowane jest otrzymane nowego typow
elektrod do badan fotoelektrochemicznych.



